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Наименование параметра, единица 
измерения (режим измерения  
при Токр. ср.= +25°С) 
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Значение параметров
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1. Максимально допустимое постоянное напря-
жение коллектор-база, В UКБ max 800 - 600 - 600 -

2.
Максимально допустимое постоянное напря-
жение коллектор – эмиттер, В
(RБЭ ≤ 10 Ом)

UКЭ max 800 - 600 - 300 -

3. Максимально допустимое постоянное напря-
жение эмиттер – база, В UЭБ max 5 - 5 - 5 -

4. Максимально допустимый постоянный ток 
коллектора, А IК max - 2 - 2 - 2

5. Статический коэффициент передачи тока, 
(UКБ = 5 В, IЭ = 0,3 А) h21Э 30 150 30 150 10 -

6. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В
(IК = 0,3 А, IБ = 0,03 А) UКЭ нас 0,15 0,6 0,15 0,6 - 0,6

7.
Граничная частота коэффициента передачи 
тока, МГц
(UКБ = 10 В, IЭ = 30 мА, fИЗМ  = 1 МГц)

fгр 10 21 10 21 10 21

8.
Максимально допустимая постоянная 
рассеиваемая мощность коллектора 
при Тк = +250С, Вт

PК max - 10 - 10 - 10

Планарные транзисторы 

2Т506А, 2Т506Б, 2Т506Б1
аА0.339.318 ТУ

1 — база
2 — эмиттер
3 — коллектор

аналог MPT315

Металлостеклянный корпус КТ-2-7 (ТО-39)

Ключевые схемы, импульсные модуляторы,
преобразователи, линейные стабилизаторы напряжения.

Тэкспл: - 60°С …+125°С

 Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы
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